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Beschreibung 

Umverdrahtungssubstratstreifen mit mehreren Halbleiterbau- 
teilpositionen 

5 

Die Erfindung betrifft einen Umverdrahtungssubstratstreifen 
mit mehreren Halbleiterbauteilpositionen und Halbleiterbau- 
teile des Umverdrahtungssubstratstreif ens, die in Zeilen und 
Spalten auf dem Umverdrahtungssubstratstreifen angeordnet 
10 sind, sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben. 

Ftir Halbleiterbauteile wird zunehmend eine Minimierung der 
produzierten Produktgehausegrofte angestrebt. Dazu wird die 
Anzahl der Auftenkontakte auf ein Minimum reduziert und ange- 

15 strebt, moglichst viele Auilenkontakte eines Halbleiterbau- 

teils, die fur Testoptimierungszwecke und Analysenzwecke bis- 
her vorgesehen sind, zu vermeiden. Mit einer derartigen Redu- 
zierung der Auflenkontakte ist der Nachteil verbunden, dass 
Aulienkontakte zu internen Test- und Analysezwecken nicht mehr 

20 extern am Gehause bereitgestellt werden. Daraus ergeben sich 
zwar kleinere ProduktgehSuse, jedoch ergeben sich auch 
gleichzeitig, nachteilig, signifikante Einschrankungen bei 
der Analyse und der Testbarkeit derartiger Halbleiterbauteile 
und ihrer Zwischenproduktstuf en. 

25 

Die damit verbundenen Risiken in Bezug auf die Ausbeute funk- 
tionsfahiger Halbleiterbauteile aus einem Umverdrahtungs- 
substratstreifen k6nnen nicht durch weitere verbesserte Fer- 
tigungsverfahren komprimiert werden. Somit wird in der Tech- 
30 nik zwischen einem Produktgehause, das die minimal erforder- 
liche Anzahl von Aulienkontakten aufweist und einem sogenann- 
ten Debug-Gehause unterschieden, wobei das Debug-Gehause zu- 
satzliche entfernbare Prafkontakte aufweist, die nach einem 
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Test auf FunktionsfShigkeit von dem eigentlichen Produktions- 
gehause getrennt werden. 

Werden zusatzlich zu den Auiienkontakten des Produktgehauses 
5 Priifflachen auf einem Debug-Bauteil, das grolier ist, als das 
Produktbauteil, zur Verfiigung gestellt, so ergeben sich viel- 
faltige Moglichkeiten zum Testen des Bauteils durch Hinzufii- 
gung von Pruf kontaktf lachen in Randbereichen des Debug- 
Bauteils. Jedoch entsteht ein erhohter Fiachenbedarf mit zu- 
10 nehmender Anzahl von Priifflachen zwischen den Halbleiterbau- 
teilen einer Bauteilgruppe eines Umverdrahtungssubstratstrei- 
f ens . 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Umverdrahtungssubstrat- 

15 streifen mit mehreren Halbleiterbauteilpositionen zu schaf- 
fen f mit dem die obigen Probleme iiberwunden werden konnen. 
Dabei soli trotz reduzierter Anzahl von Aufienkontakten und 
reduzierter Gehausegrofie eine Analyse und Testbarkeit inter- 
ner Signale fur die Prozessoptimierung, fur die Korrelation 

20 zu anderen Gehausef ormen, sowie fur die Charakterisierung der 
Halbleiterbauteile erhalten bleiben. Ferner soil eine opti- 
mierte Anordnung und Ausrichtung von Halbleiterbauteilen in 
den Halbleiterbauteilpositionen geschaffen werden, die ver- 
kleinerte Produktgehause und eine optimierte GrofJe der Debug- 

25 Bauteile ermoglichen. SchliefJlich sollen Tests ohne BeschSdi- 
gung oder Verformung von AuRenkontakten moglich werden. Dar- 
uber hinaus ist es eine Aufgabe der Erfindung eine einfache 
und kostengiinstige Losung fur mechanische und elektrische 
Kontaktierungen von Halbleiterbauteilen oder von Halbleiter- 

30 modulen hochintegrierter Schaltung fttr einen "burn-in^-Test 
anzugeben . 
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Gelost wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhSngigen 
Ansprilche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhSngigen Ansprtichen. 

5 Erf indungsgemali wird ein Umverdrahtungssubstratstreif en mit 
mehreren Halbleiterbauteilpositionen fur Halbleiterbauteile 
geschaffen und ein Verfahren zu dessen Herstellung angegeben. 
Die Halbleiterbauteile sind in mehreren Bauteilzeilen und 
Bauteilspalten, unterteilt durch SSgespuren, auf dem Um- 

10 verdrahtungssubstratstreifen angeordnet. Dazu sind mehrere 

Halbleiterbauteilpositionen zu einer Bauteilgruppe zusammen- 
gefasst. Die Halbleiterbauteilgruppe umfasst mehrere Halblei- 
terchips der Halbleiterbauteile auf einer Oberseite des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens • Innerhalb einer Bauteilgruppe 

15 sind zwischen den Bauteilzeilen und Bauteilspalten Sagestrei- 
fen vorgesehen, die von Sagespuren begrenzt sind und die 
Priif kontaktf lachen aufweisen. 

Die Halbleiterbauteilpositionen einschlieftlich ihrer Prufkon- 
20 taktfl&chen sind derart zueinander ausgerichtet , dass sich 
ein Parkettierungsmuster gemSli einem Parallel-Stab Parkett- 
muster ergibt. Die Anordnungen von Aulienkontakten und Priif - 
kontaktf lachen der Halbleiterbauteile sind entsprechend dem 
Parkettierungsmuster derart zueinander angeordnet und ausge- 
25 richtet, dass vier nSchste Nachbarn eines Halbleiterbauteils 
eine Anordnung der Aufienkontakte aufweisen, die um einheit- 
lich 90° oder um einheitlich 270° gegenuber der Anordnung des 
einzelnen Halbleiterbauteils gedreht ausgerichtet ist. 

30 Der Umverdrahtungssubstratstreif en hat den Vorteil f dass die 
Flache, die fUr eine Bauteilgruppe vorzusehen ist, dahinge- 
hend optimiert ist, dass m5glichst viele PrQf kontaktf lachen 
in entsprechenden SSgestreif enabschnitten far jedes der Bau- 
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teilpositionen zur Verfiigung gestellt werden kann. Ferner 
wird durch die Ausrichtung der vier nachsten Nachbarn eines 
Halbleiterchips um einheitlich 90° oder urn einheitlich 27 0° 
gedreht zu dem Halbleiterchip erreicht, dass die Verbindungs- 
5 leitungen zwischen Aulienkontakten und PrUfflachen in ihrer 
Lange und Dichte optimiert werden konnen. 

Derartige Verbindungsleitungen zwischen Auftenkontakten des 
Produktgehauses und Prttf kontaktf lachen des Debug-Gehauses 

10 konnen in vorteilhaf ter Weise, sowohl auf der Oberseite des 
Umverdrahtungssubstratstreifens, als auch auf der Riickseite 
des Umverdrahtungs subst rat strei fens in Form von Umverdrah- 
tungsleitungen realisiert werden. Die Riickseite wird vorteil- 
haf ter Weise dann gewahlt, wenn die Prufung auf der Seite der 

15 Auftenkontakte erfolgen soil, und die Oberseite wird dann ftir 
die Umverdrahtungsleitungen und fur die Pruf kontaktf lichen 
eingesetzt, wenn die Prufung auf der den Aufienkontakten ge- 
genuber liegenden Oberseite des Umverdrahtungssubstratstrei- 
fens, auf der sich auch die Halbleiterchips befinden, statt- 

20 finden soil. Die einheitlich gedrehte Ausrichtung von vier 

nachsten Nachbarn zu einem Halbleiterchip hat dariiber hinaus 
den Vorteil, dass beim BestUcken der Oberseite des Umverdrah- 
tungssubstratstreif ens mit Halbleiterchips der Bestuckungsau- 
tomat lediglich zwei um einen festen Winkel zueinander ge- 

25 drehte Ausrichtungen der Halbleiterchips vorzunehmen hat oder 
nur zwei vorbestimmte Ausrichtungen der Halbleiterchips durch 
den Besttickungsautomaten von einem entsprechend vorbereiteten 
Halbleiterwaf er oder einem entsprechend vorbereiteten Zwi- 
schentr^ger oder von einem entsprechend vorbereiteten Trans- 

30 portband aufzunehmen sind. 

In einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung weisen Bau- 
teilzeilen und Bauteilspalten einer Bauteilgruppe . erste und 
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zweite Halbleiterchips auf. Dabei unterscheiden sich die ers- 
ten und zweiten Halbleiterchips in ihren Ausrichtungen. Die 
ersten Halbleiterchips weisen eine erste Ausrichtung A auf , 
wahrend die zweiten Halbleiterchips einheitlich eine Ausrich- 
5 tung B auf weisen, die entweder urn 90° oder einheitlich urn 

270° gegenttber der ersten Ausrichtung A gedreht ist. Die ers- 
ten und zweiten Halbleiterchips sind dann in den Bauteilzei- 
len und Bauteilspalten alternierend angeordnet. 

10 Somit kann in vorteilhaf ter Weise, z.B. jede ungerade Halb- 

leiterbauteilposition in den Bauteilzeilen und Bauteilspalten 
einer Bauteilgruppe, die Ausrichtung A auf weisen. Entspre- 
chend weisen dann die geraden Halbleiterbauteilpositionen in 
den Bauteilzeilen und den Bauteilspalten einer Bauteilgruppe 

15 die Ausrichtung B auf. Damit ist der Vorteil verbunden, dass 
die Anordnung der Aufienkontakte auf der Rtickseite des Halb- 
leiterchips genauso ausgerichtet ist f wie die Halbleiterchips 
auf der Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens, was 
die Umverdrahtungsstruktur innerhalb des Umverdrahtungs- 

20 substratstreifens und/oder auf seiner Oberseite und seiner 
Riickseite vorteilhaf t vereinfacht. 

In einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung sind auf 
einer Riickseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens, die der 

25 Oberseite gegentlberliegt , in den Halbleiterpositionen AuJlen- 
kontakt aufweisende Auflenkontaktf lecken angeordnet. Diese Au- 
flenkontaktf lecken gehoren zu einer Umverdrahtungsstruktur, 
welche Umverdrahtungsleitungen aufweist. Diese Umverdrah- 
tungsleitungen der Umverdrahtungsstruktur verbinden die Au- 

30 iienkontaktf lecken mit den Priif kontaktf lSchen auf den Sage- 
streifen des Umverdrahtungssubstratstreif ens . 
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Diese Ausf Uhrungsf orm der Erfindung hat den Vorteil, dass der 
Umverdrahtungssubstratstreifen relativ preiswert hergestellt 
werden kann, zumal er lediglich auf seiner Ruckseite, auf der 
sowieso die Aufienkontaktf lecken vorzusehen sind, eine Um- 
5 verdrahtungsstruktur mit Umverdrahtungsleitung zu den Pruf- 
kontaktf lichen ben5tigt. Auf der Oberseite des Umverdrah- 
tungssubstratstreifens sind entsprechend nur solche metalli- 
schen Strukturen notwendig, die ein Verbinden des Umverdrah- 
tungssubstratstreifens mit den Halbleiterchips in jeder der 

10 Halbleiterbauteilpositionen ermoglichen und es sind Durchkon- 
takte zu den Aufienkontaktf lecken auf der Riickseite des Um- 
verdrahtungssubstratstreifens erf orderlich. Somit sind sowohl 
die Ruckseite als auch die Oberseite des Umverdrahtungs- 
substratstreif ens mit herkommlichen Technologies wie sie 

15 auch aus der Leiterplattenherstellung bekannt sind, struktu- 
rierbar, was die Kosten ftir den Umverdrahtungssubstratstrei- 
fen vermindert. 

In einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Erfindung 
20 sind den jeweiligen Halbleiterbauteilpositionen Sagestreif en- 
abschnitte zugeordnet, die Prtif kontaktf lachen tragen und auf 
zwei gegenuber liegenden Randseiten des ProduktgehMuses ange- 
ordnet sind. Damit ist der Vorteil verbunden, dass auch fur 
ein Produktgehause mit quadratischem Grundriss ein rechtecki- 
25 ges Debug-GehSuse entsteht, welches die Grundlage eines Pa- 
rallel- Stab Parkettmusters bildet. Bei diesem Muster entste- 
hen Kreuzungsflachen, die durch das Kreuzen von horizontalen 
und vertikalen SSgestreifen entlang der Bauteilzeilen und der 
Bauteilspalten gebildet sind, 

30 

Diese Kreuzungsflachen konnen in einer weiteren AusfUhrungs- 
form der Erfindung ebenfalls zum Anordnen von Prttf kontaktf la- 
chen ftir eine optimale Nutzung der FlSche einer Bauteilgruppe 
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eingesetzt werden. Dazu wird ein Viertel dieser Priif kontakt- 
f lachen auf einer Kreuzungsf lache jeweils einer der vier an- 
grenzenden Halbleiterbauteilpositionen zugeordnet. Somit er- 
hoht sich in vorteilhaf ter Weise die mogliche Anzahl von 
5 Pruf kontaktf lachen pro Halbleiterbauteilposition, zumal vier 
Kreuzungsf lachen gemali dem Parkettierungsmuster zu einer 
Halbleiterposition benachbart sind, womit die fur Priifkon- 
taktfiachen nutzbare FISche der Bauteilpositionen urn eine ge- 
samte Kreuzungsf lache pro Bauteilposition erh6ht werden kann. 

10 

Weiterhin ist es vorgesehen, dass mehrere Bauteilgruppen auf 
dem Umverdrahtungssubstratstreifen hintereinander und/oder 
nebeneinander aufgereiht sind und vorzugsweise eine oder meh- 
rere Kunststof f abdeckungen aufweisen. Derartige Kunststof fab- 

15 deckungen sind insbesondere erf orderlich, wenn die elektri- 
schen Verbindungen zwischen Halbleiterchip und Umverdrah- 
tungssubstratstreifen mittels Bondtechnik und damit mittels 
empf indlicher Bonddrahte erreicht wird, Diese Kunststof f abde- 
ckungen auf den Bauteilgruppen sichern und schutzen derartige 

20 Bonddrahte der Bondverbindungen zwischen Halbleiterchip und 
Umverdrahtungssubstratstreifen . 

Eine andere mogliche Verbindung zwischen Halbleiterchip und 
Umverdrahtungssubstratstreifen ist durch die so genannte 

25 Flipchip-Technik moglich. Dazu sind auf der aktiven Oberseite 
des Halbleiterchips Kontaktf lachen, die sonst fur Bondverbin- 
dungen zur Verfiigung stehen mit Flipchip-Kontakten versehen, 
welche unmittelbar auf entsprechende Kontaktanschlussf lachen 
auf dem Umverdrahtungssubstratstreifen aufgelotet werden kon- 

30 nen. Da bei dieser Ausf uhrungsf orm der Erfindung eine relativ 
stabile Lotverbindung liber die Flipchip-Kontakte zwischen dem 
Halbleiterchip und dem Umverdrahtungssubstratstreifen mit 
entsprechenden Kontaktanschlussf lachen erreicht wird, sind 
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bei dieser Ausf ahrungsf orm der Erfindung auch Gehause ohne 
schutzende Kunststof f abdeckung moglich. 

Bei einer weiteren Ausf ahrungsf orm der Erfindung ist es vor- 
5 gesehen, dass der Umverdrahtungssubstratstreif en auf seiner 
Ruckseite, aufierhalb des Bereichs einer Bauteilgruppe, Berei- 
che mit f reiliegenden Testkontaktf lachen aufweist. Diese 
Testkontaktflachen sind iiber Uraverdrahtungsleitungen mit den 
Pruf kontaktflachen in den Sagestreifen und/oder den Aulienkon- 

10 taktflecken der Halbleiterbauteile und/oder mit Kontaktfla- 
chen auf der aktiven Seite der Halbleiterchips elektrisch 
verbunden. Diese Ausfahrungsf orm der Erfindung hat den Vor- 
teil, dass tiber diese zusatzlichen Testkontaktflachen aufier- 
halb der Bauteilgruppen bisher nicht vorgesehene Messungen 

15 und Priifungen zusatzlich auf dem Umverdrahtungssubstratstrei- 
fen durchgefuhrt werden konnen. Wahrend die Flache einer Bau- 
teilgruppe optimiert und minimiert ist, verftigt der Um- 
verdrahtungssubstratstreif en iiber gentigend groJie Bereiche au- 
lierhalb einer Baugruppe, urn derartige zusatzliche Testkon- 

20 taktflachen zur Verfugung zu stellen. Damit konnen die Analy- 
sen und Tests der einzelnen integrierten Schaltungen vorteil- 
haft erweitert werden. 

Eine weitere Verbesserung der Prufmdglichkeiten far den Um- 
25 verdrahtungssubstratstreifen besteht darin, dass fur eine 

Bauteilgruppe eine Testkontaktleiste im Randbereich des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens far einen Temperaturzyklentest 
bzw. einen "burn-in" -Test vorgesehen ist. Far diesen so ge- 
nannten "burn-in"-Test werden charakteristische Halbleiter- 
30 bauteilelemente auf dem Halbleiterchip iiber ein Bttndel ent- 

sprechender Umverdrahtungsleitungen mit der Steckkontaktleis- 
te verbunden, sodass nicht einzelne Bauelemente fur den 
"burn-in"-Test vorzubereiten sind, sondern es konnen noch auf 
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dem Umverdrahtungssubstratstreif en diese Temperaturzyklen- 
tests fur ganze Baugruppen durchgeftihrt werden. Eine derarti- 
ge Steckkontaktleiste kann, sowohl auf der RQckseite, als 
auch auf der Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens 
5 angeordnet sein. Dabei konnen die einzelnen Steckkontaktf la- 
chen einer Steckkontaktleiste mit den Priif kontaktf lachen 
und/oder den Aufienkontaktf lecken und/oder den Kontaktf lichen 
einer aktiven Oberseite eines Halbleiterchips elektrisch in 
Verbindung stehen. Zusatzlich kttnnen weitere Umverdrahtungs- 
10 leitungen mit der Steckkontaktleiste verbunden sein, urn dar- 
ker hinausgehende Funktionstests der einzelnen Halbleiter- 
bauteile einer Halbleiterbauteilgruppe uber die Steckkontakt- 
leiste vorzunehmen. 

15 Statt eine Kontaktierung uber die Steckkontaktleiste zu er- 

moglichen, konnen auch die Pruf kontaktf lachen entweder unmit- 
telbar mit entsprechenden PrUfsonden in Verbindung gebracht 
werden oder es werden Prufkontakte auf die PrQf kontaktf lachen 
auf gebracht. Derartig aufgebrachte Prufkontakte haben den 

20 Vorteil, dass die Messsonden in Form von Messspitzen nicht 

auf den AuBenkontakten oder auf den Priif kontaktf lachen eines 
Produktgehauses bzw. eines Debug-Gehauses auf gebracht werden 
miissen. Somit werden die Aufienkontakte eines Produktgehauses 
bzw. die Pruf kontaktf lachen eines Debug-Gehauses, weder von 

25 den Messspitzen kontaminiert noch umgekehrt die Messspitzen 
von den AuBenkontakten bzw. den Pruf kontaktf lachen kontami- 
niert . 

Urn die Kontaminationsgef ahr der Messspitzen durch Priifkon- 
30 taktfiachen oder Prufkontakte zu weiterhin vermindern, kSnnen 
Priif kontaktf lachen bzw. Prufkontakte in einer weiteren Aus- 
fQhrungsform der Erfindung mit einer Goldbeschichtung belegt 
sein. Eine derartige Goldbeschichtung der Priif kontaktf lachen 
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Oder der Prtif kontakte verbessert auBerdem den Kontaktiiber- 
gangswiderstand, zumal Gold nicht wie Aluminium oder Kupfer 
an der Luft oxidiert oder wie Silber an Luft sulfidiert wird. 

5 Eine weitere Ausf tihrungsf orm der Erfindung ermoglicht, insbe- 
sondere durch das Vorsehen von Debug-GehSusen mit einer ent- 
sprechend hohen Anzahl von Prtif kontaktf lachen, das Prtifen von 
Umverdrahtungssubstratstreifen mit einem Stapel aus einem Lo- 
gikchip und einem Speicherchip in den Halbleiterbauteilposi- 

10 tionen. Dabei konnen iiber die Prtif kontaktf lachen und/oder die 
freiliegenden Testkontaktf lachen und/oder iiber die Steckkon- 
taktleisten, sowohl die Speicherf unktionen des Speicherchips , 
als auch die Logikf unktionen des Logikchips noch vor dem Ver- 
packen und Weiterverarbeiten des Umverdrahtungssubstratstrei- 

15 fens zu einzelnen Halbleiterbauteilen gepruft werden. 

Halbleiterbauteile, die auf der Basis derartiger Umverdrah- 
tungssubstratstreifen hergestellt wurden, konnen leicht iden- 
tifiziert werden, zumal sie auf gegenuberliegenden Randseiten 

20 ihres GehSuses durchgetrennte Umverdrahtungsleitungen, die zu 
den Prtif kontaktf lachen auf den Sagestreifen des Umverdrah- 
tungssubstrats fuhren, nach dem Vereinzeln zu Halbleiterbau- 
teilen aufweisen. Ein derartiges Halbleiterbauteil hat den 
Vorzug, dass es noch vor einem Verkapseln oder einem Abdecken 

25 durch eine Kunststof fmasse intensiv gepruft werden kann, so- 
dass entweder die Moglichkeit besteht f defekte Halbleiter- 
chips vor dem Verpacken zu identif izieren und zu entfernen, 
oder die defekten Halbleiterchips beizubehalten, jedoch der- 
art zu markieren, dass sie nach dem Auftrennen zu einzelnen 

30 Halbleiterbauteilen noch erkennbar sind und aussortiert wer- 
den konnen. 
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Ein Verfahren zur Herstellung eines Umverdrahtungssubstrat- 
streifens mit mehreren Bauteilgruppen, die in x-Richtung in 
Bauteilzeilen und in y-Richtung in Bauteilspalten angeordnete 
Halbleiterbauteilpositionen mit Halbleiterchips aufweisen, 
5 weist nachfolgende Verf ahrensschritte auf. 

Zunachst wird ein Substratstreif en bereitgestellt , der min- 
destens auf seiner Ruckseite metallbeschichtet ist. Diese Me- 
tallbeschichtung wird zu einer Umverdrahtungsstruktur struk- 

10 turiert, die Aufienkontaktf lecken in den Halbleiterbauteilpo- 
sitionen und Pruf kontaktf lachen im Bereich von Sagestreifen 
zwischen den Halbleiterbauteilpositionen auf weist. Nachdem 
eine derartige Umverdrahtungsstruktur hergestellt ist, werden 
auf die Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens Halb- 

15 leiterchips in den Halbleiterbauteilpositionen nach einem 

vorbestimmten Plan aufgebracht. Zunachst wird jede ungerade 
Halbleiterbauteilposition in den Bauteilzeilen und den Bau- 
teilspalten mit einem ersten Halbleiterchip in einer ersten 
Ausrichtung A bestiickt. 

20 

AnschlieJJend werden die verbliebenen geraden Halbleiterposi- 
tionen in den Bauteilspalten und den Bauteilzeilen mit einem 
zweiten Halbleiterchip bestiickt, wobei die zweiten Halblei- 
terchips gegenuber der ersten Ausrichtung A einheitlich eine 

25 urn 90° Oder einheitlich eine urn 270° verdrehte Ausrichtung B 
aufweisen. Dabei konnen, sowohl die ersten, als auch die 
zweiten Halbleiterchips vollig identische integrierte Schal- 
tungen aufweisen. Die erste Ausrichtung A und die zweite Aus- 
richtung B bewirken, dass ein Stab Parkettmuster nach vorge- 

30 gebenem Plan in x- und y-Richtung gebildet wird. 



Nachfolgend werden Verbindungen zwischen den Halbleiterchips 
und der Umverdrahtungsstruktur hergestellt. Danach werden Au- 
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fienkontakte in den Halbleiterbauteilpositionen auf die Aufien- 
kontaktflecken der Umverdrahtungsstruktur auf der Riickseite 
des Umverdrahtungssubstratstreifens aufgebracht. Anschliefiend 
erfolgen Funktionstests der Halbleiterchips der Halbleiter- 
bauteile unter Kontaktieren der Pruf kontaktf lachen und/oder 
von Testkontaktflachen und/oder von Steckkontaktf lachen einer 
Steckkontaktleiste. AbschlieUend werden die defekten Halblei- 
terbauteile auf dem Umverdrahtungssubstratstreif en markiert. 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass aufgrund der zusatzli- 
chen Prilfkontaktflachen auf den Sagestreif en in den Bauteil- 
gruppen und den zusatzlichen Steckkontaktf lachen auf Randsei- 
ten des Umverdrahtungssubstratstreif ens eine vollstandige und 
verbesserte Durchfuhrung von Funktionstests der Halbleiter- 
chips moglich ist, ohne jedoch die Aufienkontakte auf dem Um- 
verdrahtungssubstratstreif en kontaktieren zu miissen. Dariiber 
hinaus hat dieses Verfahren den Vorteil, dass auch die inter- 
ne Signalverarbeitung in den zu Baugruppen angeordneten Halb- 
leiterchips gepruft werden kann, ohne dass zusatzliche AuBen- 
kontakte fur das Produktgehause erforderlich werden. 

Mit diesem Verfahren lassen sich folglich Bauteile herstel- 
len, die verkleinerte Gehause aufweisen, bei gleichzeitiger . 
Reduzierung der Anzahl der Aufienkontakte und die dennoch ei- 
nem vollstandigen und verbesserten Funktionstest auch far die 
interne Signalverarbeitung unter zogen werden konnen. Durch 
das Anordnen der Steckkontaktleiste lasst sich daraber hinaus 
ein "burn-in"-Testzyklusverfahren direkt mithilfe des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens durchfiihren. Somit kfinnen die 
Halbleiterbauteile noch vor dem Auftrennen der Bauteilgruppen 
in einzelne Halbleiterbauteile unter extremer Temperaturzyk- 
lusbelastung getestet werden. 
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Diese Vorteile, nSmlich die Schonung der Auftenkontakte des 
Produktgehauses, die erweiterten Test- und Analysemoglichkeit 
von inneren Signalverl&uf en samtlicher Halbleiterchips und 
die Prufung jeder Bauteilgruppe mit mehreren Halbleiterbau- 
5 teilen innerhalb beispielsweise einer Kunststof f abdeckung un- 
ter extremen Temperaturschwankungen, werden bei diesem erfin- 
dungsgemafien Verfahren mithilfe des Parkettierungsmusters des 
erf indungsgemaJSen Umverdrahtungssubstratstreif ens moglich. 
Die Sagestreifen mit ihren PriifflSchen werden beim Vereinzeln • 
10 der Halbleiterbauteile herausgesagt, sodass das ProduktgehMu- 
se klein bleibt, da die Priifkontakte von dem sogenannten De- 
bug-Gehause gemeinsam entfernt werden. 

Eine weitere Verf ahrensvariante sieht vor, dass die Halblei- 
15 terchips gleichformig und einheitlich ausgerichtet auf die 
Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens aufgebracht 
werden. Ftir die Umverdrahtungsstruktur wird jedoch auf dem 
Umverdrahtungssubstratstreifen vorgesehen, dass in den Halb- 
leiterbauteilpositionen des Umverdrahtungssubstratstreif ens 
20 eine Ausrichtung der Anordnung von Aufienkontakten gegenaber 
der Ausrichtung der Halbleiterchips in den Bauteilzeilen und 
den Bauteilspalten ftir ungerade Halbleiterbauteilpositionen 
einheitlich eine urn 0° und/oder 180° und fiir gerade Halblei- 
terbauteilpositionen in den Bauteilzeilen und den Bauteil- 
25 spalten eine gegeniiber der Ausrichtung der Halbleiterchips 
einheitlich urn 90° und/oder einheitlich um 27 0° verdrehte 
Ausrichtung vorgesehen wird. 

Somit wird die unterschiedliche, vorgegebene Rotation in den 
30 geraden und den ungeraden Halbleiterbauteilpositionen mittels 
eines vorgegebenen Umverdrahtungsplanes ftir einen mehrlagigen 
Umverdrahtungssubstratstreifen durchgeftthrt und ein Verdrehen 
von Halbleiterchips vermieden. Das bedeutet, dass der mehrla- 
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gige Umverdrahtungssubstratstreif en zwar komplexer aufgebaut 
ist, zumal er die geforderte unterschiedliche Rotation von 
Anordnungen von Aufienkontakten uber entsprechend strukturier- 
te Umverdrahtungsleitungen und Durchkontakte realisiert, be- 
5 steht der Vorteil darin, dass die BestUckung des Umverdrah- 
tungssubstratstreif ens in den Bauteilgruppen vereinfacht 
wird, zumal die Halbleiterchips einer Bauteilgruppe einheit- 
lich ausgerichtet bleiben konnen. 

10 Bei einer weiteren Durchf uhrungsvariante des Verfahrens ste- 
hen zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und an- 
geordneten Halbleiterchips auf einem Umverdrahtungssubstrat- 
streifen ein in Halbleiterchips getrennter Wafer zur Verfu- 
gung. Dieser Wafer weist in x- und y-Anordnung, sowie in Ro- 

15 tationsausrichtung vorbereitend ausgerichtete und angeordnete 
Halbleiterchips auf. Diese werden von einem Bestuckungsauto- 
maten in der vorgegebenen Anordnung und Ausrichtung des Wa- 
fers auf die Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens 
auf gebracht . 

20 

Dieses Verfahren mit einem bereits fur das Aufbringen auf die 
Oberseite eines Umverdrahtungssubstratstreif ens vorbereiteten 
Halbleiterwafers hat den Vorteil, dass mit einem Standardbe- 
stuckungsautomaten ohne jede zusatzliche Rotation die BestU- 

25 ckung des Umverdrahtungssubstratstreif ens mit Halbleiter- 
chips, die unterschiedlich ausgerichtet sind, in den Bauteil- 
positionen einer Bauteilgruppe durchgefuhrt werden kann. Der 
gleiche Vorteil ergibt sich, wenn in einer weiteren Durchfiih- 
rungsvariante des Verfahrens eine Folie mit flachig angeord- 

30 neten Halbleiterchips oder ein Transportgurt mit linear ange- 
ordneten Halbleiterchips zur Verfiigung steht, die in x-, y- 
Anordnung und/oder in Rotationsausrichtung vorbereitend aus- 
gerichtete und angeordnete Halbleiterchips aufweisen. Auch 
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von einer derartigen Folie bzw. einem derartigen Transport- 
gurt konnen die Halbleiterchips mit einem Standardbestti- 
ckungsautomaten ohne jede zusStzliche Rotation in vorgegebe- 
ner Anordnung und Ausrichtung auf die Oberseite des Um- 
5 verdrahtungssubstratstreif ens aufgebracht werden. 

Eine weitere Verf ahrensvariante sieht vor, dass zum Aufbrin- 
gen von unterschiedlich ausgerichteten und angeordneten Halb- 
leiterchips auf dem Umverdrahtungssubstratstreif en ein in x- 
und in y-Anordnung, sowie Rotationsausrichtung programmierba- 
rer Besttickungsautomat eingesetzt wird. Dieser Bestuckungsau- 
tomat nimmt angeordnete und gleichf ormig ausgerichtete Halb- 
leiterchips von einem in Halbleiterchips getrennten Wafer o- 
der von einer einheitlich mit Halbleiterchips besttickten Fo- 
lie oder aus einem Transportgurt auf , und verbringt sie nach 
einem vorgesehenen Anordnungs- und Ausrichtungsplan beim Be- 
stucken des Umverdrahtungssubstratstreif ens programmgemali auf 
diesen auf. Bei dieser Verf ahrensvariante ist zwar ein hohe- 
rer Aufwand far die Auslegung und Konstruktion des program- 
mierbaren Besttickungsautomaten erf order lich, jedoch konnen 
die Halbleiterchips in standardisierter Weise auf einem Wafer 
oder auf einer Folie in einem Transportgurt vorgesehen wer- 
den, 

25 Bei einer weiteren Verf ahrensvariante werden die Halbleiter- 
chips in den Bauteilgruppen mit Flipchip-Kontakten ausgestat- 
tet. Die Herstellung von Verbindungen zwischen Halbleiterchip 
und dem Umverdrahtungssubstratstreif en wird auf der Oberseite 
des Umverdrahtungssubstratstreifens fttr Flipchip-Kontakte 

30 mittels eines Lotprozesses erfolgen. Ein derartiges Aufbrin- 
gen von Halbleiterchips hat den Vorteil, dass auf eine Kunst- 
stof feinbettung der Halbleiterchips mit Flipchip-Kontakten 
evtl. verzichtet werden kann. Dartiber hinaus ist ein L5tpro- 
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zess ein paralleler Fertigungsschritt , bei dem gleichzeitig 
eine Vielzahl von elektrischen Verbindungen zwischen einer 
Umverdrahtungsstruktur eines Umverdrahtungssubstratstreif ens 
und Flipchip-Kontakten von Halbleiterchips hergestellt werden 
5 kann . 

Eine weitere Verf ahrensvariante sieht vor, dass die Halblei- 
terchips mit ihren Ruckseiten auf die Halbleiterbauteilposi- 
tionen aufgebracht werden. Danach wird das Herstellen von 

10 Verbindungen zwischen den Halbleiterchips und einer Um- 
verdrahtungsstruktur des Umverdrahtungssubstratstreifens mit- 
tels Bondtechnik durchgef uhrt . Bei diesem Verfahren werden 
Kontaktf lachen auf der aktiven Oberseite des Halbleiterchips 
mit entsprechenden Kontaktanschlussf lachen oder Bondfingern 

15 auf der Umverdrahtungsstruktur des Umverdrahtungs- 
substratstreif ens mittels Bonddrahten hergestellt. Dieses ist 
ein serielles Verfahren, bei dem nacheinander eine Bondver- 
bindung nach der anderen aufgebracht wird und die Bonddrahte 
anschlieJiend in eine Kunststof f gehausemasse mit den Halblei- 

20 terchips zusammen und unter Abdecken der Oberseite des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens erfolgt, urn die Bondverbindun- 
gen vor Beschadigungen zu schtitzen. 

Urn die Prtif kontaktf lachen und/oder die Aufi en kontaktf lecken zu 
25 veredeln, konnen diese mit einer Goldlegierung selektiv be- 
schichtet werden. Eine derartige selektive Beschichtung kann 
mittels Aufdampfen, Zerstauben oder Sputtern unter Verspiege- 
lung der gesamten Fiachen einer Bauteilgruppe einer Um- 
verdrahtungsstruktur erfolgen, nachdem vorher bereits eine 
30 strukturierte Fotolackschicht aufgebracht wurde. Anschliefiend 
wird die Goldschicht an Fiachen, die nicht zu Vergolden sind, 
durch Abheben oder Aufquellen des Photolackes entfernt. Eine 
weitere M6glichkeit besteht darin, von vornherein eine Me- 



WO 2005/103729 



17 



PCT/DE2005/000714 



tallbeschichtung auf dern Substratstreif en vorzusehen, die ei- 
ne Grundmetallisierung beispielsweise aus Kupfer aufweist, 
und eine Beschichtung aus einer Goldlegierung besitzt, um an- 
schlieftend durch entsprechende Photolithographieschritte die- 
5 se mehrlagige Metallschicht mittels Nassatzen oder Plas- 
maabtragen zu strukturieren. 

Wenn fur die vorgesehenen Tests die Priifflachen als solche 
nicht ausreichen fiir eine entsprechende Kontaktierung, so 

10 konnen in einer weiteren Durchf uhrungsvariante des Verfahrens 
Lotballe auf die PrUfkontakte aufgelotet werden, bevor die 
Tests durchzuf uhren sind. Die Kontaktierung der Lotballe auf 
den Priif kontaktf lachen hat daruber hinaus den Vorteil, dass 
die Auftenkontaktf lSchen und/oder die Aufienkontakte des Pro- 

15 duktgehauses geschont werden. 

Nachdem mit dem oben geschilderten Verfahren und/oder Verfah- 
rensvarianten ein Umverdrahtungssubstratstreif en hergestellt 
und getestet wurde, kann ein Auftrennen des Umverdrahtungs- 
20 substratstreifens in einzelne Halbleiterbauteile erfolgen und 
sich ein Aussortieren der als defekt markierten Halbleiter- 
bauteile anschlieflen. 

Zusammenf assend ist f est zustellen, dass bei dem erf indungsge- 
25 mSBen Substratstreif en der noch verfugbare Platz innerhalb 
■ einer Bauteilgruppe fur zusatzliche Pruf kontaktf lachen oder 
Priif kontakte genutzt wird. Dabei werden eigene Flachen direkt 
neben den Halbleiterbauteilen fur die zusatzlichen Prufkon- 
takte und Priif kontaktf lachen vorgesehen. Dieser Teil des Um- 
30 verdrahtungssubstratstreifens in Form von SSgestreifen wird 
durch zusatzliche Sagelinien oder SSgespuren beim Auftrennen 
des Umverdrahtungssubstratstreifens in einzelne Halbleiter- 
bauteile entfernt. Durch eine Drehung der Halbleiterbauteile 
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auf dem Umverdrahtungssubstratstreif en wird die zusatzlich 
nutzbare Fl&che in den Sagestreifen dann auch auf eine zweite 
Richtung erweitert, sodass die verfugbare Flache z.B. bei 
Halbleiterbauteilen mit Anschliissen an zwei Kanten optimiert 
5 ist. Durch das Drehen der Halbleiterchips, sowie durch ein 
teilweises Verlegen von Testkontakten oder von Testkontakt- 
flachen in den Bereich aufterhalb der Bauteilgruppe wird die 
verfiigbare Kontakt- und Verdrahtungsf lache auf die Testauto- 
maten zugreifen konnen vergrcJJlert . 

10 

Die Schritte zwischen den Bauteilzeilen und Bauteilspalten 
Sagestreifen fur Pruf kontaktf lachen und aufterhalb der Bau- 
teilgruppe Testkontaktf lachen vorzusehen, konnen gemeinsam 
oder getrennt je nach Anf orderungen an den Umverdrahtungs- 
15 substratstreif en und die Messtechnik eingesetzt werden. 

Die Erfindung wird nun anhand der beigefiigten Figuren naher 
erlautert - 

20 Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen Um- 
verdrahtungssubstratstreif en gemaft einer ersten Aus- 
f tihrungsf orm der Erfindung, 

Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Anordnung von Prufkon- 
25 taktflachen einer Bauteilgruppe eines Umverdrahtungs- 

substratstreif ens gem&Jl einer zweiten Ausf iihrungsf orm 
der Erfindung, 

Figur 3 zeigt eine schematische Drausicht auf einen Um- 
30 verdrahtungssubstratstreif en der zweiten Ausfuhrungs- 

form der Erfindung gemaft Figur 2. 
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Figur 1 zeigt eine scheinatische Draufsicht auf einen Sub- 
stratstreifen 23 eines Umverdrahtungssubstratstreif ens 100 
gemafc einer ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. Der rechte 
Teil der Draufsicht zeigt eine geschlossene Kunststof fabde- 
ckung 17 , die den Bereich 2 6 einer Bauteilgruppe 5 abdeckt. 
Die Details der Bauteilgruppe 5 werden in der linken Bild- 
haifte auf dem Umverdrahtungssubstratstreif en 100 gezeigt, 
wobei die Kunststof fabdeckung 17 weggelassen ist. In dieser 
ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung sind unter der Kunst- 
stof fabdeckung 17 neun Halbleiterbauteile 3 angeordnet. Die 
Anordnung gliedert sich in drei Bauteilzeilen 29 und drei 
Bauteilspalten 30. Die neun Halbleiterbauteile 3 sind auf 
neun Halbleiterbauteilpositionen 2 angeordnet. Markierungs- 
punkte 7 markieren die Ausrichtung der Halbleiterbauteile 3 
in den Halbleiterbauteilpositionen 2, wobei zwischen einer 
ersten Ausrichtung A und einer urn dazu urn 90° gedrehten Aus- 
richtung B, zu unterscheiden ist. 

Die Bezugszeichen 12 kennzeichnen S^gespuren, mit denen der 
20 Umverdrahtungssubstratstreif en 100 in einzelne Halbleiterbau- 
teile 3 getrennt wird. Jeweils zwei Sagespuren 12 trennen aus 
dem Umverdrahtungssubstratstreifen 100 Sagestreifen 18 her- 
aus. Diese weisen auf der Riickseite 6, welche der hier ge- 
zeigten Oberseite 31 des Umverdrahtungssubstratstreif ens 100 
25 gegeniiber liegt, Priif kontaktf lachen 13 auf. In der Aus- 

schnittsvergrdlierung 20 am oberen rechten Bildrand wird ein 
Ausschnitt der Riickseite 6 einer Halbleiterbauteilposition . 
mit Sagestreifen 18 und Priif kontaktf lachen 13, die Prufkon- 
takte 19 tragen konnen, gezeigt. 

30 

Die linke Halfte der Figur 1 zeigt die Bauteilgruppe ohne die 
Kunststof fabdeckung 17 und gibt damit einen Blick auf die 
Halbleiterchips 4 frei, die in dieser Ausf uhrungsf orm der Er- 
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findung quadratische Flachen aufweisen und mit Flipchip- 
Kontakten ausgestattet sein konnen. Jede Halbleiterbauteilpo- 
sition 2 ist jedoch rechteckig, weil zu der Flache der Halb- 
leiterchips 4 noch Sagestreif enabschnitte auf zwei gegeniiber- 
5 liegenden Randseiten 22 der Halbleiterbauteile 3 hinzukoirauen. 
Diese rechteckige Flache entspricht einem Debug-Gehause, wah- 
rend die quadratische Flache in jeder der Halbleiterbauteil- 
positionen 2 die Grofie eines Produktgehauses kennzeichnet , 
das entsteht, wenn entlang der Sagespuren 12 der Umverdrah- 
10 tungssubstratstreifen 100 auseinandergetrennt wird. 

Durch den Bereich 8 der sagestreifen 18 wird eine Flache fiir 
Pruf kontaktf lachen 13, wie sie in der Ausschnittsvergroflerung 
20 zu sehen sind, bereit gestellt, die jedoch beim Auftrennen 

15 des Umverdrahtungssubstratstreifens 100 nicht zum Produktge- 
hause gehoren. Die Priif kontaktf lachen 13 auf der Riickseite 6, 
wie in der Ausschnittsvergrofierung 20 gezeigt, dienen dazu, 
die Funktionsf ahigkeit der Halbleiterbauteile 3 bzw. der 
Halbleiterchips 4 zu testen, ohne dass die Auflenkontakte 9 

20 des Produktgehauses auf der Riickseite 6 der Umverdrahtungs- 
substratstreif en 100 beschadigt werden. 

Die Anordnungen in x- und y-Richtung einer Bauteilgruppe 5, 
wie sie auf der linken Haifte der Figur 1 gezeigt werden, 

25 sind dadurch charakterisiert , dass die nachsten Nachbarn ei- 
nes in einer ersten Ausrichtung A angeordneten Halbleiter- 
bauteils eine um einheitlich 90° oder einheitlich urn 270° ge- 
drehte zweite Ausrichtung B aufweisen. In der ersten Ausfuh- 
rungsform der Figur 1 sind nur auf den Sagestreif enabschnit- 

30 ten zwischen den Produktionsgehausen und nicht auf den Kreu- 
zungsfiachen 32 der Sagestreifen 18 Priif kontaktf lachen oder 
Prufkontakte vorgesehen. 
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Diese erste Ausf uhrungs form der Erfindung weist zusatzlich in 
einem Randbereich 15 des Umverdrahtungssubstratstreif ens 100 
eine Steckkontaktleiste 16 auf, die iiber eine Btindel 21 von 
Umverdrahtungsleitungen mit den Priif kontaktf lichen und/oder 
5 den Aulienkontakten der Bauteilgruppe 5 elektrisch in Verbin- 
dung steht. Diese Steckkontaktleiste 16 dient dazu, Tempera- 
turzyklentests, wie einen Il burn-in"-Test / gleichzeitig fur 
jeweils eine Bauteilgruppe 5 zu ermoglichen. Die Breite b ei- 
nes Sagestreif ens richtet sich danach, wie viele Reihen an 
10 Pruf kontaktf ISchen 13 fur das Priifen der Halbleiterchips 4 in 
den Halbleiterbauteilpositionen erforderlich sind. 

In der Ausf Uhrungs form gemaft Figur 1 sind zwei Reihen Priif- 
kontaktf lachen 13 auf den Sagestreifen 18 auf der Ruckseite 6 

15 des Umverdrahtungssubstratstreif ens 100 vorgesehen, wie es in 
der Ausschnittsvergrolierung 20 gezeigt wird. Die Ausschnitts- 
vergr5fierung 20 zeigt weiterhin, dass die AuJienkontakte 9 auf 
der Riickseite 6 des Umverdrahtungssubstratstreif ens 100 in 
jeder der Halbleiterbauteilpositionen 2 in AuJienkontaktzeilen 

20 11 und Aufienkontaktspalten 14 angeordnet sind, Ferner zeigt 
die Ausschnittsvergrolierung 20, dass die gesamte Unterseite 
des Produktgehauses in einem vorgegebenem RastermaJJ bei vor- 
gegebener Schrittweite in Matrixform von AuJienkontakten be- 
deckt ist. Die AuJienkontakte 9 sind in dieser Ausf tihrungsf orm 

25 der Erfindung auf Aufienkontaktf lecken 10 aufgel5tete Lotbaile 
28. 

Die linke Halfte der Figur 1 zeigt dartiber hinaus, dass in 
den Bauteilzeilen 29 und den Bauteilspalten 30 jeweils auf 
30 den ungeraden Halbleiterbauteilpositionen 2 erste Halbleiter- 
chips 4 mit der Ausrichtung A angeordnet sind, und auf gera- 
den Halbleiterbauteilpositionen 2 zweite Halbleiterchips 42 
mit der Ausrichtung B angeordnet sind. Diese Anordnung der 
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Halbleiterbauteile ergibt ein Parallel- stab Parkettmuster 
fur die Debug-Gehause, wobei einerseits die quadratischen 
Kreuzungsflachen 32 mit der Randseite b charakteristisch sind 
und andererseits die grofleren Rechteckf lachen des jeweiligen 
5 zugehorigen Debug-Gehauses das Parkettmuster kennzeichnen . 

Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Anordnung von Priifkon- 
taktflachen 13 einer Bauteilgruppe 5 eines Umverdrahtungs- 
substratstreif ens gemafi einer zweiten Ausf tthrungsf orm der Er- 
10 findung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Figur 1 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erortert. 

In dieser zweiten Ausf uhrungsf orm befinden sich die Prttf kon- 

15 taktflachen 13 ebenfalis auf der Riickseite 6 eines Umverdrah- 
tungssubstratstreifens. Die Prufkontaktf lachen 13 sind auf 
den Sagestreifen 18 mit der Breite b angeordnet. Die AuJJen- 
kontur des Debug-Gehauses ist jedoch nicht mehr rechteckf 6r- 
mig sondern Doppel-T-f ormig. Durch diese spezielle Form des 

20 Debug-Gehauses ist es moglich, die Kreuzungsflachen 32 der 

Sagestreifen 18 ebenfalis fttr das Anbringen von PrUfkontakt- 
flachen 13 auszuschfipfen. Die Zuordnung der PrUfkontaktf la- 
chen 13 in den Kreuzungsflachen 32 ist so gestaltet, dass ein 
Viertel der Anzahl der Prufkontaktf lachen 13 in den Kreu- 

25 zungsf lachen 32 zu jeweils einem der benachbarten Debug- 

Gehause hinzukommt. Damit wird die Fiache der Sagestreifen 
optimal und vollstandig fur das Anordnen von Prufkontaktf la- 
chen ausgenutzt. Die gegeneinander urn 90° gedrehten Ausrich- 
tungen A und B, sowie die alternierende Anordnung von ersten 

30 Halbleiterchips 41 und zweiten Halbleiterchips 42 in den Bau- 
teilzeilen 29 und Bauteilspalten 30 wird wie in der ersten 
Ausfiihrungsform beibehalten. 
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Figur 3 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen Urn- 
verdrahtungssubstratstreif en 200 der zweiten Ausf uhrungsf orm 
der Erfindung gemaft Figur 2. Komponenten mit gleichen Funkti- 
onen, wie in den vorhergehenden Figuren, werden mit gleichen 
5 Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erortert. 



Mit Figur 3 wird auf der linken Bildhalfte, die ohne Kunst- 
stof f abdeckung 17 dargestellt ist, die veranderte Aufienkontur 
der Debug-Gehause gezeigt, die es ermoglicht, auch die Kreu- 

10 zungsflachen 32 fur das Anbringen von Priif kontakten 13 zu 

nutzen. Die erste Ausrichtung A der ersten Halbleiterchips 41 
und die zweite Ausrichtung B der zweiten Halbleiterchips 42 
bleibt unverandert. Da die Debug-Gehause an sich nicht ver- 
einzelt werden, sind weiterhin gerade Sagespuren 12 entlang 

15 der gestrichelten Linien 24 moglich, urn aus dem Umverdrah- 

tungssubstratstreif en 200 quadratische Halbleiterbauteile mit 
entsprechenden Auli en kontakten 9 herauszusagen . 
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PatentansprOche 

1. Umverdrahtungssubstratstreif en mit mehreren Halbleiter- 
bauteilpositionen (2) fur Halbleiterbauteile (3) , die in 
mehreren Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten (30) an- 
geordnete Halbleiterchips (4) unterteilt durch SSgenspu- 
ren (12) angeordnet sind, wobei mehrere Halbleiterbau- 
teilpositionen (2) zu einer Bauteilgruppe (5) zusainmen- 
gefasst sind, wobei die Bauteilgruppe (5) mehrere Halb- 
leiterchips (4) der Halbleiterbauteile (3) auf einer O- 
berseite (31) des Umverdrahtungssubstratstreif ens (100) 
aufweist, und wobei innerhalb einer Bauteilgruppe (5) 
zwischen den Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten (30) 
Sagestreifen (18) vorgesehen sind, die PrOf kontaktf la- 
chen (13) aufweisen, wobei die Halbleiterbauteilpositio- 
nen (2) mit den Pruf kontaktf lachen (13) derart zueinan- 
der ausgerichtet sind, dass sich ein Parkettierungsmus- 
ter gemali einem Parallel-Stab Parkettmuster ergibt und 
die Anordnungen von AuJienkontakten (9) und Priif kontakt- 
flachen (13) auf der Ruckseite (6) des Umverdrahtungs- 
substratstreif ens (100) entsprechend zueinander in der 
Weise ausgerichtet sind, dass die Anordnungen von vier 
nachsten Nachbarn eines Halbleiterbauteils (3) urn ein- 
heitlich 90° oder urn einheitlich 270° gegenuber der ei- 
nen Anordnung entsprechend einem vorgegebenen Plan ge- 
dreht sind. 

2. Umverdrahtungssubstratstreif en nach Anspruch 1, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten (30) erste und 
zweite Halbleiterchips (41, 42) aufweisen, wobei sich 
die ersten und zweiten Halbleiterchips (41, 42) in ihren 
Ausrichtungen (A, B) unterscheiden, und wobei die ersten 
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Halbleiterchips (41) eine erste Ausrichtung (A) aufwei- 
sen, und wobei die zweiten Halbleiterchips (42) einheit- 
lich urn 90° oder einheitlich urn 270° gegenuber der ers- 
ten Ausrichtung A gedreht eine zweite Ausrichtung B auf- 
5 weisen, und wobei die ersten und zweiten Halbleiterchips 

(41, 42) in den Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten 
(30) alternierend angeordnet sind. 

3. Umverdrahtungssubstratstreifen nach Anspruch 1 oder An- 
10 spruch 2, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

auf einer der Oberseite (31) gegenuberliegenden Rttcksei- 
te (6) des Umverdrahtungssubstratstreif ens (100) in den 
Halbleiterbauteilpositionen (2) Aufienkontakte (9) auf- 
15 weisende AuBenkontaktf lecken (10) angeordnet sind und 

wobei die AuBenkontaktf lecken (10) aber Umverdrahtungs- 
leitungen mit den Pruf kontaktf lachen (13), auf den Sage- 
streifen (18) elektrisch in Verbindung stehen. 

20 4. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
henden Ansprtiche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

in den Halbleiterbauteilpositionen (2) die Priifkontakt- 
f lichen (13) auf SSgestreif enabschnitten, die zu zwei 
25 gegenuberliegenden Randseiten (22) der Halbleiterbautei- 

le (3) angeordnet sind, der jeweiligen Halbleiterbau- 
teilposition (2) zugeordnet sind. 

5. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
30 henden Ansprttche, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

die Sagestreifen (18) horizontal entlang der Bauteilzei- 
len (29) und vertikal entlang der Bauteilspalten (30) 
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angeordnet sind und jeweils eine Kreuzungsf lache (32) 
bilden, die eine Anzahl von Prttf kontaktf lachen (13) auf- 
weist, wobei ein Viertel dieser Pruf kontaktf lSchen (13) 
auf einer Kreuzungsf lache (32) jeweils eine der vier an- 
grenzenden Halbleiterbauteilpositionen (2) zugeordnet 
sind. 

6. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

eine oder mehrere Bauteilgruppen (5) auf dem Umverdrah- 
tungssubstratstreif en (100) hintereinander und/oder ne- 
beneinander aufgereiht sind, und vorzugsweise eine oder 
mehrere Kunststof f abdeckungen (17) aufweisen. 

7. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

in den Halbleiterbauteilpositionen (2) Auftenkontakte (9) 
aufweisende Aufienkontaktf lecken (10) in einer AuiJenkon- 
taktf leckenmatrix mit Aufienkontaktzeilen (11) und Aufien- 
kontaktspalten (14) angeordnet sind. 

8. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der vorherge- 
henden Ansprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Halbleiterchips (4) iiber Flipchip-Kontakte oder iiber 
Bonddrahtverbindungen elektrisch mit dem Umverdrahtungs- 
substratstreif en (100) in Verbindung stehen. 

9. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) auf seiner 
Ruckseite (6) auflerhalb des Bereichs (26) einer Bauteil- 
gruppe (5) Bereiche mit f reiliegenden Testkontaktf lachen 
aufweist, wobei die Testkontaktf lichen iiber Umverdrah- 
5 tungsleitungen mit den Prufkontaktf lachen (13) in den 

Sagestreifen (18) und/oder den Aufienkontaktf lecken (10) 
der Halbleiterbauteile (3) elektrisch in Verbindung ste- 
hen. 



10 10. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet , dass der Umverdrah- 
tungssubstratstreifen (100) in einem Randbereich (15) 
eine Steckkontaktleiste (16) mit Steckkontaktf lachen 
15 aufweist, wobei die Steckkontaktf lachen mit den Priifkon- 

taktfiachen (13) und/oder mit Testkontaktf lachen 
und/oder den Aufienkontaktf lecken (10) elektrisch in Ver- 
bindung stehen. 

20 11. Umverdrahtungssubstratstreifen nach Anspruch 10, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
die Steckkontaktleiste (16) des Umverdrahtungs- 
substratstreifens (100) fur einen Temperaturzyklentest 
bzw. "burn-in" Test vorgesehen ist. 

25 

12. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
henden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

die Prufkontaktf lachen (13) Prttfkontakte (19) tragen. 

30 

13. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
henden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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die Priif kontaktf lachen (13) eine Goldbeschichtung auf- 
weisen. 

14. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) in den Halblei- 
terbauteilpositionen (2), Stapel aus einem Logikchip und 
einem Speicherchip aufweist, wobei uber die Prufkontakt- 
f lichen (13) und/oder Uber freiliegende Test kontaktf la- 
chen und/oder tiber Priif kontakte (19) und/oder liber 
Steckkontaktleisten (16), sowohl die Speicherf unktionen 
des Speicherchips, als auch die Logikf unktionen des Lo- 
gikchips priif bar sind. 

15. Halbleiterbauteil, das durch Auftrennen des Umverdrah- 
tungssubstratstreif ens (100) nach einem der Anspriiche 1 
bis 14 gebildet ist und somit auf gegenuberliegenden 
Randseiten (22) durchtrennte Umverdrahtungsleitungen, 
die zu Priif kontaktf lachen (13) auf S^gestreifen (18) des 
Umverdrahtungssubstratstreif ens ( 100 ) f iihrten, aufweist . 

16. Verfahren zur Herstellung eines Umverdrahtungs- 
substratstreifen (100) mit mehreren Bauteilgruppen (5), 
wobei die Bauteilgruppen (5) in x-Richtung in Bauteil- 
zeilen (29) und in y-Richtung in Bauteilspalten (30) an- 
geordnete Halbleiterbauteilpositionen (2) mit Halblei- 
terchips (4) aufweisen, und wobei das Verfahren folgende 
Verf ahrensschritte aufweist : 

Bereitstellen eines auf seiner Rtickseite (6) me- 
tallbeschichteten Substratstreif ens (23) , 
Aufbringen einer Umverdrahtungsstruktur auf dem me- 
tallbeschichteten Substratstreif en (23), wobei die 
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Umverdrahtungsstruktur Aufienkontaktf lecken (10) in 
den Halbleiterbauteilpositionen (2) und Priifkon- 
taktflachen (13) im Bereich (8) von Sagestreif en 
(18) zwischen den Halbleiterbauteilpositionen (2) 
5 aufweist, 

Aufbringen von Halbleiterchips (4) auf die Obersei- 
te (31) des Umverdrahtungssubstratstreif ens (100) 
in den Halbleiterbauteilpositionen (2), in der Wei- 
se, dass zunachst jede ungerade Halbleiterbauteil- 

10 position (2) in den Bauteilzeilen (29) und den Bau- 

teilspalten (30) mit einem ersten Halbleiterchip 
(41) in einer ersten Ausrichtung (A) bestOckt wird 
und anschlieJiend die verbliebenen geraden Halblei- 
terbauteilpositionen (2) mit einem zweiten Halblei- 

15 terchip (42) in einer zweiten gegeniiber der ersten 

Ausrichtung (A) einheitlich urn 90° oder einheitlich 
urn 27 0° verdrehten zweiten Ausrichtung (B) besttickt 
werden, sodass ein Stab Parkettmuster nach vorgege- 
benem Plan in x- und y-Richtung gebildet wird, 

20 - Herstellen von Verbindungen zwischen den Halblei- 

terchips (4) und der Umverdrahtungsstruktur, 
Aufbringen von Auflenkontakten (9) in den Halblei- 
terbauteilpositionen (2) auf die Aufienkontaktf le- 
cken (10) der Umverdrahtungsstruktur auf der Ruck- 

25 seite (6) des Umverdrahtungssubstratstreif ens 

(100), 

DurchfUhren von Funktionstests der in Bauteilgrup- 
pen (5) zusammengefassten Halbleiterchips (4) unter 
Kontaktieren der PrOf kontaktf lachen (13), 
30 - Markieren von defekten Halbleiterbauteilen (3) auf 

dem Umverdrahtungssubstratstreif en (100) . 
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17. Verfahren nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

die Halbleiterchips (4) gleichformig und einheitlich 
ausgerichtet auf die Oberseite (31) des Umverdrahtungs- 
substratstreifens (100) aufgebracht werden und eine Um- 
verdrahtungsstruktur auf dem Umverdrahtungsleitungen 
vorgesehen wird, wie in den Halbleiterbauteilpositionen 
(2) des Umverdrahtungssubstratstreifens (100) eine Aus- 
richtung der Anordnung von Aufienkontakten (9) gegenuber 
der Ausrichtung der Halbleiterchips in den Bauteilzeilen 
(29) und den Bauteilspalten (30) fur ungerade Halblei- 
terbauteilpositionen (2) einheitlich eine um 0° und/oder 
180° und far gerade Halbleiterbauteilpositionen (2) eine 
gegenuber der Ausrichtung der Halbleiterchips einheit- 
lich um 90° und/oder einheitlich um 270° verdrehte Aus- 
richtung vorsieht, sodass die vorgegebene Rotation in 
den Halbleiterbauteilpositionen (2) mittels eines vorge- 
gebenen Umverteilungsplanes fiir einen mehrlagigen Um- 
verdrahtungssubstratstreifen (100) durchgeftthrt wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und 
angeordneten Halbleiterchips (4) auf dem Umverdrahtungs- 
substratstreifen (100) ein in Halbleiterchips (4) ge- 
trennter Wafer zur Verfiigung steht, der in x- und y- 
Anordnung, sowie in Rotationsausrichtung vorbereitend 
ausgerichtete und angeordnete Halbleiterchips (4) auf- 
weist, die von einem Bestiickungsautomaten in dieser vor- 
gegebenen Anordnung und Ausrichtung des Wafers auf die 
Oberseite (31) des Umverteilungssubstratstreif ens (100) 
aufgebracht werden. 



WO 2005/103729 



31 



PCT/DE2005/000714 



19. Verfahren nach Anspruch 16, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass 
zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und 
angeordneten Halbleiterchips (4) auf dem Umverdrahtungs- 
5 substratstreifen (100) eine Folie mit Halbleiterchips 

(4) zur Verfugung steht, die in x- und y-Anordnung sowie 
in Rotationsausrichtung vorbereitend ausgerichtete und 
angeordnete Halbleiterchips (4) aufweist, die von einem 
Bestiickungsautomaten in dieser vorgegebenen Anordnung 
10 und Ausrichtung auf die Oberseite (31) des Umvertei- 

lungssubstratstreifens (100) aufgebracht werden. 

20. Verfahren nach Anspruch 16 , 
dadurch gekennzeichnet , dass 

15 zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und 

angeordneten Halbleiterchips (4) auf dem Umverdrahtungs- 
substratstreifen (100) ein in x-, y-Anordnung und Rota- 
tionsausrichtung programmierbarer Besttickungsautomat 
eingesetzt wird, der einheitlich angeordnete und gleich- 

20 formig ausgerichtete Halbleiterchips (4) von einem in 

Halbleiterchips (4) getrennten Wafer oder von einer ein- 
heitlich mit Halbleiterchips (4) bestlickten Folie auf- 
nimmt und der den vorgesehenen Anordnungs- und Ausrich- 
tungsplan beim Bestucken des Umverdrahtungssubstrat- 

25 streifens (100) programmgemaii durchgef uhrt . 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 20, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Halbleiterchips (4) in den Bauteilgruppen .(5) Halb- 
30 leiterchips (4) mit Flipchip-Kontakten sind und die Her- 

stellung von Verbindungen zwischen Halbleiterchips (4) 
und einer Umverdrahtungsstruktur auf der Oberseite (31) 
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des Umverdrahtungssubstratstreifens (100) mittels eines 
L6tprozesses erfolgt. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 20, 
5 dadurch gekennzeichnet , dass 

die Halbleiterchips (4) mit ihren Riickseiten auf die 
Halbleiterbauteilpositionen (2) aufgebracht werden, und 
das Herstellen von Verbindungen zwischen Halbleiterchips 
(4) und einer Umverdrahtungsstruktur auf der Oberseite 
10 (31) des Umverdrahtungssubstratstreifens (100) mittels 

Bondtechnik erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 22, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

15 auf die Bauteilgruppen (5) nach dem Herstellen der Ver- 

bindungen zwischen Halbleiterchips (4) und Umverdrah- 
tungssubstratstreif en (100) Kunststof f abdeckungen ( 17 ) 
aufgebracht werden, welche die Halbleiterchips (4) in 
eine Kunststof fmasse einbetten. 

20 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 23, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Pruf kontaktf lachen (13) und/oder die AuJienkontakt- 
flecken (10) der Umverdrahtungsstruktur mit einer Gold- 
25 legierung selektiv beschichten werden. 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 24, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

auf die Prlif kontaktf lachen (13) Lotballe (28) als Pruf- 
30 kontakte (19) aufgelotet werden. 

26. Verfahren zur Herstellung von Halbleiterbauteilen (3), 
das nachfolgende Verf ahrensschritte aufweist: 
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- Herstellen eines Umverdrahtungssubstratstreif ens 
(100) nach einem der Anspriiche 16 bis 25, 
Auftrennen des Umverdrahtungssubstratstreif ens 
(100) in einzelne Bauteile und 
5 ~ Aussortieren der als defekt markierten Halbleiter- 

bauteile (3) . 
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